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Журнал Радио 1 номер 2004 год. 
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Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!
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Предисловие


 Электронное учебное пособие "Твердотельная электроника" представляет собой 
лекционный курс, который автор в течение длительного времени читает для 
студентов физико-технического факультета Петрозаводского государственного 
университета. Это учебное пособие по структуре и содержанию для 
специальности 071400 "Физическая электроника" соответствует 
государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования в разделе федерального компонента общепрофессиональных 
дисциплин ОПД.Ф.08 "Твердотельная электроника".


По другим направлениям и специальностям подготовки, ведущимся в 
Петрозаводском государственном университете, этот курс находится в рамках 
естественнонаучного компонента государственного образовательного 
стандарта, устанавливаемого вузом.


Для Петрозаводского государственного университета это следующие 
направления и специальности.


Направление 510400 "ФИЗИКА" по программам:

510403 - Физика конденсированного состояния вещества;

510404 - Физика полупроводников. Микроэлектроника.


Направление 553100 "ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА", по программам:

553105 - Физическое моделирование структуры, свойств и техники получения 
материалов;

553117 - Электрофизические технологии.


Направление 552800 "ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" по 
программам:

552826 - Автоматизированные системы научных исследований и комплексных 
испытаний;

552824 - Информационно-измерительные системы.


Специальность 010400 "Физика";

Специальность 071400 "Физическая электроника";

Специальность 220200 "Автоматизированные системы обработки информации и 
управления";

Специальность 190900 "Информационно-измерительная техника и 
технологии".


В предлагаемом учебном пособии рассмотрены физические основы работы 
твердотельных полупроводниковых приборов, использующих как явление 
инжекции носителей через p-n переходы, так и явления, связанные с эффектом 
поля.


Особенность данной книги заключается в том, что при обсуждении 
физических принципов работы и параметров приборов автор наряду с 
идеализированными характеристиками старался использовать справочные 
данные, которые показывают реально характеристики того или иного вида 
приборов.
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     replica cartier santos oro giallo пишет...

     Здравствуйте! А подскажите, можно ли в стандартную форму комментирования добавить произвольное поле, скажем для ввода номера телефона? И если можно, то как это сделать без использования плагинов комментирования.
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